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(57) Abstract: The invention relates to an arrangement (1) having a plurality of optoelectronic semiconductor components (10), an
output element (20), an electrically insulating insulation layer (30) and an electrical connection structure (40). The semiconductor
components (10) are arranged in a common plane and are each delimited laterally by side faces (10A). The semiconductor components
(10) each have a semiconductor body (100), with an active region (2000) designed for emitting electromagnetic radiation, a radiation
outlet side (100A) for outputting the electromagnetic radiation, a rear face (100B) opposite the radiation outlet side (100A), and a

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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contact structure (101) arranged on the rear face (100B). The insulation layer (30) is arranged between side faces (10A) of adjacent
semiconductor components (10) and is designed to absotb or reflect the radiation generated in the active region (2000). The output
clement (20) is arranged on the radiation outlet side (100A) of the semiconductor bodies (100), and the electrical connection structure
(40) is arranged on the side of the semiconductor components (10) facing the rear face (100B) and is connected in an electrically
conductive manner to the contact structure (101). The invention also relates to a method for producing an arrangement (1).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Anordnung (1) mit einer Mehrzahl von optoelektronischen Halbleitetbauelementen (10), einem
Auskoppelelement (20), einer elektrisch isolierenden I[solierschicht (30) und einer elektrischen Anschlussstruktur (40) angegeben. Die
Halbleiterbauelemente (10) sind in einer gemeinsamen Ebene angeordnet und jeweils lateral von Seitenfldchen (10A) begrenzt. Die
Halbleiterbauelemente (10) weisen jeweils einen Halbleiterk6rper (100), mit einem zur Emission von elektromagnetischer Strahlung
eingerichtet aktiven Bereich (2000), eine Strahlungsaustrittsseite (100A) zur Auskopplung der elektromagnetischen Strahlung, eine der
Strahlungsaustrittsseite (100A) gegeniiberliegende Riickseite (100B), und eine auf der Riickseite (100B) angeordnete Kontaktstruktur
(101) auf. Die Isolierschicht (30) ist zwischen Seitenflichen (10A) benachbarter Halbleiterbauelemente (10) angeordnet und absor-
bierend oder reflektierend fiir die in dem aktiven Bereich (2000) erzeugte Strahlung ausgefiihrt. Das Auskoppelelement (20) ist an
der Strahlungsaustrittsseite (100A) der Halbleiterkorper (100) angeordnet, und die elektrische Anschlussstruktur (40) ist auf der der
Riickseite (100B) zugewandten Seite der Halbleiterbauelemente (10) angeordnet und mit der KontaktStruktur (101) elektrisch leitend
verbunden. Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (1) angegeben.
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Beschreibung

ANORDNUNG MIT ELEKTROMAGNETISCHER STRAHLUNG EMITTIERENDEN
HALBLEITERBAUELEMENTEN UND DEREN HERSTELLUNGSVERFAHREN

Es werden eine Anordnung und ein Verfahren zur Herstellung

einer Anordnung angegeben.

Die Anordnung weist eine Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen auf. Eine zu losende Aufgabe besteht
darin, eine Anordnung anzugeben, die eine vereinfachte

Montage optoelektronischer Halbleiterbauelemente ermdglicht.

FEine weitere zu losende Aufgabe besteht darin, ein Verfahren
zur Herstellung einer Anordnung anzugeben, das eine

vereinfachte Herstellung ermdglicht.

Bei der Anordnung handelt es sich insbesondere um eine
Anordnung von optoelektronischen Halbleiterbauelementen, die
im Betrieb elektromagnetische Strahlung, zum Beispiel Licht,

emittieren.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung weist die
Anordnung eine Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen auf. Die optoelektronischen
Halbleiterbauelemente umfassen jeweils einen
Halbleiterkdrper, mit einem zur Emission wvon
elektromagnetischer Strahlung eingerichteten aktiven Bereich.
Der aktive Bereich umfasst bevorzugt einen pn-Ubergang, eine
Doppelheterostruktur, eine Einfachquantentopfstruktur (SQW,
single quantum well) oder eine Mehrfachquantentopfstruktur

(MOW, multi-guantum well) zur Strahlungserzeugung.
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In unterschiedlichen Halbleiterbauelementen konnen die
aktiven Bereiche jeweils zur Emission von elektromagnetischer
Strahlung mit einer unterschiedlichen Wellenlange
eingerichtet sein. Beispielsweise sind ein erstes
Halbleiterbauelement zur Emission von elektromagnetischer
Strahlung in einem roten Spektralbereich, ein zweites
Halbleiterbauelement zur Emission von elektromagnetischer
Strahlung in einem grinen Spektralbereich und ein drittes
Halbleiterbauelement zur Emission von elektromagnetischer
Strahlung in einem blauen Spektralbereich eingerichtet. Eine
derartige Anordnung ist beispielsweise ein Pixel einer
Anzeigeeinheit und kann eine Mischstrahlung in einer
beliebigen Farbe emittieren, die sich innerhalb eines
Farbraums befindet, der von den drei Halbleiterbauelementen
aufgespannt wird. Beispielsweise handelt es sich bei den
Halbleiterbauelementen um Flip-Chips. Flip-Chips zeichnen
sich unter anderem dadurch aus, dass sie eine von

Kontaktstrukturen freie Strahlungsaustrittsflache aufweisen.

Ferner umfassen die Halbleiterbauelemente jeweils eine
Strahlungsaustrittsseite zur Auskopplung der
elektromagnetischen Strahlung und eine der
Strahlungsaustrittsseite gegeniiberliegende Riuckseite. Auf der
Riickseite des Halbleiterkdrpers ist eine Kontaktstruktur
angeordnet. Die Kontaktstruktur ist mit einem elektrisch
leitfahigen Material, insbesondere einem Metall gebildet.
Mittels der Kontaktstruktur wird das Halbleiterbauelement
elektrisch kontaktiert und mit einem zum Betrieb notwendigen
Strom versorgt. Durch die Anordnung der Kontaktstruktur auf
der Rilickseite ist die Auskopplung von elektromagnetischer
Strahlung auf der Strahlungsaustrittsseite nicht behindert.
Die Strahlungsaustrittsseite ist vorteilhaft frei von

Kontaktstrukturen.
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Die Halbleiterbauelemente sind bevorzugt in einer gemeinsamen
Ebene angeordnet und jeweills lateral von Seitenfléachen
begrenzt. Die Seitenfldchen erstrecken sich lber den
Halbleiterkdrper und die Kontaktstrukturen. Die laterale
Ausdehnung der Halbleiterbauelemente liegt typischerweise in
einem Bereich von 10 pm bis 200 um und betragt beispielsweise

90 pm x 130 pm.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung umfasst
die Anordnung eine Isolierschicht, die zwischen Seitenflachen
benachbarter Halbleiterbauelemente angeordnet ist. Die
Isolierschicht ist elektrisch isolierend ausgefiihrt.
Beispielsweise ist die Isolierschicht mit einem Dielektrikum
gebildet. Die Isolierschicht ist absorbierend oder
reflektierend fir die in dem aktiven Bereich erzeugte
Strahlung ausgefiithrt. Insbesondere ist die Isolierschicht
absorbierend oder reflektierend fir sichtbare
elektromagnetische Strahlung ausgefiihrt. Die Isolierschicht
welst eine Dicke im Bereich von einschlieflich 0,5 um bis
einschlieRlich 150 um auf. Die Isolierschicht ist
beispielsweise eine Schicht, die nur iUber einen Teilbereich
des sichtbaren Spektrums eine Absorption aufweist und somit
einen farbigen Eindruck flr einen Betrachter hervorruft.
Beispielsweise absorbiert die Isclierschicht vor allem
Strahlung im blauen und grinen Spektralbereich und ruft bei
einem Retrachter somit einen roten Farbeindruck hervor.
Insbesondere weist die Isolierschicht in ihrer lateralen
Erstreckung eine Strukturierung oder ein Muster auf, um

beispielsweise ein Herstellerlogo darzustellen.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung umfasst

die Anordnung ein Auskoppelelement, das an der
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Strahlungsaustrittsseite der Halbleiterbauelemente angeordnet
ist. Das Auskoppelelement ist insbesondere durchlassig filr
die in dem aktiven Bereich erzeugte elektromagnetische
Strahlung ausgefiithrt. Das Auskoppelelement weist bevorzugt
eine Strukturierung zur verbesserten Auskopplung von

Strahlung auf.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung umfasst
die Anordnung eine elektrische Anschlussstruktur, die auf der
der Riuckseite zugewandten Seite der Halbleiterbauelemente
angeordnet und mit der Kontaktstruktur elektrisch leitend
verbunden ist. Die elektrische Anschlussstruktur ist
insbesondere zur elektrischen Kontaktierung des

optoelektronischen Halbleiterbauelements eingerichtet.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung umfasst
die Anordnung eine Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen, ein Auskoppelelement, eine elektrisch
isolierende Isolierschicht und eine elektrische
Anschlussstruktur, wobei

- die Halbleiterbauelemente in einer gemeinsamen Ebene
angeordnet und jeweils lateral von Seitenflachen begrenzt
sind,

- die Halbleiterbauelemente jeweils

-- einen Halbleiterkdrper, mit einem zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung eingerichtet aktiven Bereich,
-— eine Strahlungsaustrittsseite zur Auskopplung der
elektromagnetischen Strahlung,

-—- eine der Strahlungsaustrittsseite gegeniiberliegende
Rickseite, und

-— eine auf der Riickseite angeordnete Kontaktstruktur

aufweisen,
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- die Isolierschicht zwischen Seitenfldchen benachbarter
Halbleiterbauelemente angeordnet und absorbierend oder
reflektierend fir die in dem aktiven Bereich erzeugte
Strahlung ausgefiithrt ist,

- das Auskoppelelement an der Strahlungsaustrittsseite der
Halbleiterkodrper angeordnet ist, und

- die elektrische Anschlussstruktur auf der der Riickseite
zugewandten Seite der Halbleiterbauelemente angeordnet und

mit der Kontaktstruktur elektrisch leitend verbunden ist.

Einer hier beschriebenen Anordnung liegen unter anderem die
folgenden Uberlegungen zugrunde: Zur Herstellung von
optischen Anzeigevorrichtungen, die eine Mehrzahl von
Anordnungen aufweisen und eine moglichst hohe Dichte der
Anordnungen erfordert, ist die Verwendung von Anordnungen mit
einer moglichst geringen lateralen Ausdehnung vorteilhaft.
Die physikalische Anordnung und die elektrische Kontaktierung
einer Mehrzahl von Anordnungen mit Jjeweils einer Mehrzahl wvon
optoelektronischen Halbleiterbauelementen kdénnen beim Einsatz
von Halbleiterbauelementen mit einer geringen lateralen
Ausdehnung mit Schwierigkeiten verbunden sein. Die geringen
Kantenlangen der Halbleiterbauelemente erschweren eine
Montage, mittels beispielsweise einem Bond-Prozess, aufgrund
der hohen erforderlichen Platzierungsgenauigkeit. Ferner ist
eine Montage der Halbleiterbauelemente auf einer
Montagefldche mit einer mdéglichst geringen Verkippung zur
Montageflache winschenswert. So kann ein m&glichst
gleichmaRiges Abstrahlverhalten aller optoelektronischer

Halbleiterbauelemente erreicht werden.

Die hier beschriebene Anordnung macht unter anderem von der
Idee Gebrauch, eine Mehrzahl von Halbleiterbauelementen, die

von einer Riickseite kontaktierbar sind und eine von Kontakten
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freie Strahlungsaustrittsseite aufweisen, Jjeweils mit ihrer
Strahlungsaustrittsseite auf einen Trédger zu montieren.
Anschlieflend kénnen die auf den Riickseiten angeordneten
Kontaktstrukturen der Halbleiterbauelemente mittels einer
Anschlussstruktur elektrisch leitend kontaktiert werden. Die
Verwendung von Anschlussstrukturen erméglicht eine einfache
Kontaktierung von Halbleiterbauelementen mit einer geringen
lateralen Ausdehnung. Eine Montage mit einer mdglichst
geringen Verkippung kann beispielswiese durch die Verwendung
von kugelformigen Anschlusskdrpern erreicht werden, die mit

einem Lotmaterial gebildet sind.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung weist der
Halbleiterkdrper eine Halbleiterschichtenfolge und ein
strahlungsdurchlassiges Substrat auf. Der aktive Bereich ist
innerhalb der Halbleiterschichtenfolge angeordnet. Das
Substrat ist an der den Kontaktstrukturen gegeniiberliegenden
Seite der Halbleiterschichtenfolge angeordnet. Beispielsweise
ist das Substrat mit Saphir gebildet. Saphir ist filr
elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Spektralbereich
vorteilhaft durchlassig. Das Substrat bildet die
Strahlungsaustrittsfldche des Halbleiterbauelements. Die
Halbleiterschichtenfolge ist insbesondere epitaktisch auf dem
Substrat aufgewachsen. Saphir eignet sich insbesondere als
Aufwachssubstrat von strahlungsemittierenden
Halbleiterschichtenfolgen, bevorzugt von
Halbleiterschichtenfolgen, die auf einem Nitrid-

Verbindungshalbleitermaterial basieren.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist das
Auskoppelelement mit einem Glassubstrat gebildet. Das
Glassubstrat weist eine Dicke zwischen einschlieBlich 0,03 mm

und einschlieBlich 3 mm auf. Das Glassubstrat tragt
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insbesondere zur mechanischen Stabilisierung der Anordnung
bei. Das Glassubstrat ist strahlungsdurchlédssig, insbesondere
transparent oder transluzent fiir die in dem aktiven RBRereich

erzeugte Strahlung ausgefihrt.

Weitergehend kann das Auskoppelelement auch mit anderen
strahlungsdurchlassigen Materialien gebildet sein.
Beispielsweise ist das Auskoppelelement mit einem Polymer,
insbesondere mit Epoxy, Acrylat, Polyethylenterephthalat
(PET) oder einem Silikon, einer strahlungsdurchlédssigen

Keramik oder einem Polysiloxan gebildet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung weist das
Auskoppelelement, auf seiner den Halbleiterkdrpern
abgewandten Seite, eine Strukturierung zur Auskopplung der in
den aktiven Bereichen erzeugten elektromagnetischen Strahlung
auf. Eine derartige Strukturierung kann beispielsweise
mittels Sandstrahlen oder unter der Verwendung von Flusssaure

in einem Atzprozess hergestellt sein.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist das
Auskoppelelement in seiner lateralen Erstreckung aus einer
Abfolge von strahlungsdurchladssigen Bereichen und
absorbierenden Bereichen gebildet. Dabei ist Jjeweils ein
strahlungsdurchlédssiger Bereich einem optoelektronischen
Halbleiterbauelement zugeordnet. Mit anderen Worten, ein
strahlungsdurchlédssiger Bereich ist bevorzugt auf ein
Halbleiterbauelement ausgerichtet. Ein derartig
zusammengesetztes Auskoppelelement ist insbesondere mit
Kunststoff gebildet. Die Ausrichtung der
strahlungsdurchlédssigen Bereiche auf die
Halbleiterbauelemente erméglicht eine ungehinderte Emission

von elektromagnetischer Strahlung aus den
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Halbleiterbauelementen. Jeweils randseitig umlaufend um eine
Anordnung 1ist ein absorbierender Bereich angeordnet. Die
absorbierenden Bereiche vermindern oder vermeiden so ein
optisches Ubersprechen von benachbarten Anordnungen. Ein
vermindertes optisches Ubersprechen kann den Kontrast

zwischen benachbarten Anordnungen verbessern.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist in
dem strahlungsdurchlédssigen Bereich ein zweiter
strahlungsdurchlédssiger Bereich mit einem von dem
strahlungsdurchlédssigen Bereich abweichenden Brechungsindex
eingebracht. Der zweite strahlungsdurchladssige Bereich wirkt
beispielsweise als eine Linse. Insbesondere verringert der
zwelte strahlungsdurchlé&ssige Bereich die Divergenz der aus
dem optoelektronischen Halbleiterbauelement austretenden
elektromagnetischen Strahlung. Jeder der zweiten
strahlungsdurchlédssigen Bereiche ist in lateraler Richtung
Jeweils auf ein optoelektronisches Halbleiterbauelement

ausgerichtet.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung bedeckt
die Isolierschicht das Auskoppelelement zwischen den
Seitenflachen der Halbleiterbauelemente vollstéandig. Mit
anderen Worten, die Isolierschicht erstreckt sich in
lateraler Richtung von einer Seitenfldche eines
Halbleiterbauelements zu einer Seitenfldche eines weiteren
Halbleiterbauelements. Mit Ausnahme der
Strahlungsaustrittsseiten der Halbleiterbauelemente kann die
Isolierschicht durchgangig ausgebildet sein. Die
Isolierschicht ist insbesondere absorbierend fir
elektromagnetische Strahlung des sichtbaren Spektralbereichs
ausgefiihrt. Dadurch kénnen vorteilhaft stdrende Reflexionen

von Umgebungslicht an der Anordnung vermindert werden.
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GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung bedeckt
die Isolierschicht die Seitenflédchen der
Halbleiterbauelemente vollsté&ndig. Die Iscolierschicht kann
eine seitliche Strahlungsemission aus dem
Halbleiterbauelement vorteilhaft vermindern. Ein als
Volumenemitter ausgepragtes optoelektronisches
Halbleiterbauelement kann so die Abstrahlungseigenschaften
eines Oberfldchenemitter ohne Abschattungen im Strahlengang
nachbilden. Es kann sich vorteilhaft ein dhnliches raumliches
Abstrahlverhalten von Halbleiterbauelementen ergeben, die zur
Fmission von elektromagnetischer Strahlung in verschiedenen
Spektralbereichen vorgesehen sind. Ein dhnliches raumliches
Abstrahlverhalten kann mit Vorteil zu einem gleichmadBigen
Farbeindruck bei einem Betrachter, aus unterschiedlichen
Betrachtungswinkeln, fiihren. Ferner wird insbesondere ein
Schwarzeindruck auch bei seitlicher Betrachtung der
Anordnung, sowie der Kontrast zwischen benachbarten
Anordnungen erhdht. Weiter vorteilhaft kann mittels der
Anordnung der Isolierschicht an den Seitenflachen die
Helligkeit des Halbleiterbauelements eingestellt werden.
Beispielsweise kann so die Helligkeit derart eingestellt
werden, dass der Betriebsstrom des optoelektronischen
Halbleiterbauelements grdBer als 0,5 mA gewahlt werden kann.
Typische Treiberschaltungen fiir Halbleiterbauelemente geben
Betriebsstrome im Bereich von 0,5 mA ab. Die elektrische

Ansteuerung der Anordnung ist somit vorteilhaft erleichtert.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung sind die
Seitenflachen der Halbleiterbauelemente mit einer
reflektierenden Beschichtung versehen oder zwischen der
Isolierschicht und den Seitenfldchen ist eine Kavitat mit

reflektierenden Grenzflidchen gebildet. Die reflektierende
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Beschichtung ist beispielsweise mit einem Metall,
insbesondere Ag oder Al, oder einem mit Titandioxidpartikeln
gefillten Silikon, Epoxid oder Acrylat gebildet. Die Kavitat
mit reflektierenden Grenzfldchen ist bevorzugt mit einem
Material gebildet, dessen Brechungsindex niedriger ist als
der Brechungsindex des ihn umgebenden Materials.
Beispielsweise ist die Ausnehmung mit MgF oder Luft befiillt.
An den Grenzflachen der Kavitadt ergibt sich ein Sprung im
Verlauf der Brechungsindizes, der eine Reflexion von
elektromagnetischer Strahlung hervorrufen kann. Im Vergleich
zur Absorption der seitlichen Strahlungsemission fihrt eine
Reflexion der seitlichen Strahlungsemission der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente zu einer vorteilhaft
erhohten Effizienz. Die an den Seitenflachen austretende
Strahlung wird zumindest teilweise wieder in das
Halbleiterbauelement zurick reflektiert und kann somit durch
die Strahlungsaustrittsseite des Halbleiterbauelements

ausgekoppelt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung
entspricht die Dicke der Isolierschicht der Dicke der
Halbleiterbauelemente. Die Dicke der Halbleiterbauelemente
und der Isolierschicht entspricht jeweils deren Abmessung
quer, beziehungsweise senkrecht zu ihrer jeweiligen
Haupterstreckungsrichtung. Die Dicke der
Halbleiterbauelemente setzt sich jeweils zusammen aus der
Dicke des Halbleiterkdrpers und der Dicke der
Kontaktstrukturen. Sind die Dicken der Isolierschicht und der
Halbleiterbauelemente gleich grofB, dient die Isolierschicht
der Planarisierung der Anordnung und ermdglicht eine einfache
weltere Kontaktierung der Anordnung. Um die Dicken der
Isolierschicht und des Halbleiterbauelements anzugleichen

kann beispielsweise eine Isolierschicht verwendet werden, die
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gezielt besonders dick ausgebildet wird. Eine besonders dicke
Isolierschicht wird insbesondere mittels Dam&Fill oder FAM
(Film Assisted Transfer Molding) aufgebracht. Entsprechend
kann zur Anpassung der Dicken der Isolierschicht und des
Halbleiterbauelements auch die Dicke des
Halbleiterbauelements reduziert werden. Beispielsweise durch
die Verwendung von horizontal pLEDs, deren Dicke lediglich

zwischen 3 pm bis 30 um betragt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung sind die
Halbleiterbauelemente zumindest teilweise in Ausnehmungen des
Auskoppelelements angeordnet. Durch die Anordnung der
Halbleiterbauelemente in Kavitdten kann sich vorteilhaft eine
bereits planare Oberfldche auf der der Rickseite der
Halbleiterbauelementen zugewandten Seite des
Auskoppelelements ergeben. Eine planare Oberfldche ermdglicht
eine einfachere Kontaktierung der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente. Beispielsweise sind die Ausnehmungen
mittels einem Atzverfahren hergestellt. Die Oberflédchen,
Formen und Tiefen der Ausnehmungen sind bevorzugt gleich

innerhalb einer Anordnung.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung umfasst
die elektrische Anschlussstruktur an der der Kontaktstruktur
zugewandten Seite eine Haftschicht, die mit einem der
folgenden Materialien gebildet ist: Ti, Cr, Ni, Pd. Die
Haftschicht kann als Haftvermittlerschicht zwischen den
Kontaktstrukturen und der Anschlussstruktur dienen. Die Dicke
der Haftschicht liegt insbesondere im Bereich von 0,5 um bis
5 pum. Die Haftschicht ist beispielsweise mittels Sputtern auf

die Kontaktstrukturen aufgebracht.



10

15

20

25

30

WO 2020/239852 PCT/EP2020/064731

_12_

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist die
elektrische Anschlussstruktur als elektrisch leitende Schicht
auf der Isolierschicht aufgebracht. Die Anschlussstruktur ist
elektrisch leitend mit der Kontaktstruktur verbunden und zur
Versorgung der optoelektronischen Halbleiterbauelemente mit
einem zum Betrieb notwendigen Strom eingerichtet. Die
Anschlussstruktur ist insbesondere formschlissig auf der
Isolierschicht aufgebracht. Die Anschlussstruktur ist
beispielsweise als Film auf der Isolierschicht aufgebracht.
Bevorzugt weist die Anschlussstruktur eine Dicke im Bereich
von 5 pm bis 20 pm auf. Die Breite der Anschlussstruktur
betragt vorteilhaft zwischen 30 pum und 60 pm. Die
Anschlussstruktur ist beispielsweise mittels galvanischer
Abscheidung auf der Isolierschicht aufgebracht. Zur
Herstellung einer elektrisch leitfdhigen Verbindung zwischen
der Kontaktstruktur und der Anschlussstruktur kann somit
vorteilhaft auf einen Klebstoff oder ein Lotmaterial
verzichtet werden. Mit anderen Worten, zwischen der
Kontaktstruktur und der Anschlussstruktur befindet sich

insbesondere kein Klebermaterial oder Lotmaterial.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist die
elektrische Anschlussstruktur elektrisch leitend mit einem
Anschlusskdrper verbunden, der vorzugswelse ein Ball Grid

Array (BGA) oder ein Land Grid Array (LGA) ausbildet.

FEin BGA ist mit kugelfdrmigen Korpern gebildet, die ein
Lotmaterial umfassen. Die Lotkugel weist insbesondere einen
Durchmesser zwischen 50 pm bis 200 pm und bevorzugt von

180 pm auf. Ein mit Lotkugeln gebildetes BGA dient der
elektrischen Kontaktierung eines Halbleiterbauelements und
insbesondere als Abstandshalter zwischen dem

Halbleiterbauelement und einer Platine, auf die das
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Halbleiterbauelement montiert wird. Dabei vermeidet man einen
direkten physischen Kontakt des Halbleiterbauelements mit der
darunterliegenden Platine. Eine Montage mittels eines BGAs
kann vorteilhaft einen unterschiedlichen
Warmeausdehnungskoeffizienten zwischen einem Montagesubstrat
und dem Halbleiterbauelement abfedern. Das Aufbringen der
Lotkugeln kann beispielsweise mittels Solder Ball Jetting
oder Gang Ball Placement erfolgen. Alternativ dazu kann eine
Lotpaste aufgedruckt werden, die anschlieBend durch Erhitzung

Lotkugeln ausbildet.

Ein LGA kann mit Anschlusskorpern gebildet werden, die eine
flache, kissenformige Ausdehnung aufweisen. Die
Anschlusskdrper fir ein LGA sind beispielsweise mit
Lotmaterial gebildet. Flache Anschlusskdrper sind vorteilhaft
mit einer planaren Oberflache kombiniert, da sie nur einen
geringen oder keinen Abstand zwischen einem Montagetrager und
dem Halbleiterbauelement zulassen. Die Montage erfolgt so
vorteilhaft mit einer besonders geringen Abweichung von einer

parallelen Lage zum Montagesubstrat.

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform der Anordnung ist auf
der dem Auskoppelelement abgewandten Seite der Anordnung eine
zwelite Isolierschicht angeordnet, die zur mechanischen
Stabilisierung der Anordnung dient. Beispielsweise ist die
zwelte Isolierschicht mit einem Epoxid oder einem Silikon
gebildet. Die zweite Isolierschicht weist insbesondere eine
Dicke von mindestens 50 um auf und dient zur mechanischen
Stabilisierung der Anordnung. Die zweite Isolierschicht kann
beispielsweise mittels Dam&Fill, durch Molden oder durch

Laminieren auf die Anordnung aufgebracht sein.
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GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung weist das
Auskoppelelement einen randseitig umlaufenden Graben auf. Ein
umlaufender Graben kann beispielsweise mittels Sagen, Atzen
oder durch Glasmolden erzeugt sein. Der randseitig umlaufende
Graben vermindert das optische Ubersprechen von benachbarten
Anordnungen und erhoht somit vorteilhaft den optischen
Kontrast zwischen benachbarten Anordnungen. Ferner kann der
Graben beispielsweise mittels Jetting, Dispensing oder
Printing mit einem absorbierenden Material befiillt sein. Die
Flillung des Grabens mit einem absorbierenden Material kann
das Ubersprechen benachbarter Anordnungen weiter vermindern.
Der Graben kann sowohl auf der dem Halbleiterbauelement
abgewandten Seite als auch auf der dem Halbleiterbauelement
zugewandten Seite angeordnet sein. Der Graben erstreckt sich
in dem Auskoppelelement und durchdringt das Auskoppelelement

bevorzugt nicht vollsténdig.

Es wird weiter ein Verfahren zur Herstellung einer Anordnung
angegeben. Die Anordnung kann insbesondere mittels einem hier
beschriebenen Verfahren hergestellt werden. Das heiBt,
samtliche im Zusammenhang mit dem Verfahren zur Herstellung
einer Anordnung offenbarten Merkmale sind auch fir die

Anordnung offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung erfolgt das Bereitstellen eines
Trdgers und einer strahlungsdurchliassigen Verbindungsschicht
auf einer ersten Seite des Tragers. Beispielsweise ist der
Trdger mit einem mechanisch stabilen Material gebildet und
welst auf der ersten Seite bevorzugt eine ebene Oberflache
auf. Die strahlungsdurchlassige Verbindungsschicht ist
bevorzugt mit einem Acrylat, einem Epoxid, einem Silikon oder

einem Hybridmaterial gebildet. Die Verbindungsschicht ist
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bevorzugt gleichm&Big dick lber ihre gesamte laterale
Ausdehnung und weist keine oder nur eine geringe
Meniskusbildung an den Seitenfl&chen von

Halbleiterbauelementen auf.

Das Aufbringen der Verbindungsschicht erfolgt beispielsweise
mittels Schleudern, Sprithen, Slit Coating, Jetting, Stempeln,
Drucken oder Dispensing. Das Aufbringen der
Verbindungsschicht erfolgt insbesondere ganzfldchig auf der
ersten Seite des Tragers oder bevorzugt lediglich in den
spater fir die Montage von Halbleiterbauelementen
ausgewahlten Bereichen auf der ersten Seite des Tragers. Beil
der Verwendung von Silikonen als Material fiur die
Verbindungsschicht ist es vorteilhaft, die Verbindungsschicht
lediglich in den spater fiir die Montage der
Halbleiterbauelemente ausgewdhlten Bereichen aufzubringen, um

eine Antihaftwirkung des Silikonmaterials zu vermeiden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung erfolgt das Bereitstellen einer
Mehrzahl von optoelektronischen Halbleiterbauelementen, wobei
die Halbleiterbauelemente jeweils lateral von einer
Seitenflache begrenzt sind. Die Halbleiterbauelemente weisen
Jewelils einen Halbleiterkdrper mit einem zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung eingerichteten aktiven Bereich,
eine Strahlungsaustrittsseite zur Auskopplung der
elektromagnetischen Strahlung, eine der
Strahlungsaustrittsseite gegeniiberliegende Rickseite und eine
auf der Rilckseite angeordnete Kontaktstruktur auf. Ferner
erfolgt das Aufbringen der Halbleiterbauelemente mit jeweils

ihrer Strahlungsaustrittseite auf die Verbindungsschicht.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung erfolgt das Anordnen einer
elektrisch isolierenden Isolierschicht auf der ersten Seite
des Trédgers. Die Isolierschicht kann beispielsweise mittels

Dam&Fill oder FAM aufgebracht werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung erfolgt das Freilegen der
Kontaktstrukturen. Die Kontaktstrukturen, die von der
Isolierschicht iUberdeckt sind, werden mittels eines
Strukturierungsverfahrens freigelegt, um eine elektrische

Kontaktierung zu ermoglichen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung erfolgt die Anordnung einer
Anschlussstruktur auf der der Rilickseite zugewandten Seite der
Halbleiterbauelemente. Die Anordnung der Anschlussstruktur
dient der elektrischen Kontaktierung der Kontaktstrukturen
und folglich zur Versorgung der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente mit einem Betriebsstrom. Die Anordnung
der Anschlussstruktur erfolgt bevorzugt mittels eines Planar
Interconnect Verfahrens. Bei dem Planar Interconnect
Verfahren wird zundchst, mittels Sputtern, eine mit Ti, Cr,
Ni oder Pd gebildete Haftschicht auf die Kontaktstrukturen
aufgebracht. AnschlieBend wird eine Aufwachsschicht mittels
Sputtern auf der Haftschicht aufgebracht, die beispielsweise
mit Cu gebildet ist. In einem weiteren Schritt kann eine
Anschlussschicht, die mit Cu gebildet ist, auf der
Aufwachsschicht galvanisch abgeschieden werden. Eine mittels
dem Planar Interconnect Verfahren gebildete Anschlussstruktur
umfasst bevorzugt eine Haftschicht, eine Aufwachsschicht und

eine Anschlussschicht.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung ist der Trager mit einem
strahlungsdurchlassigen Material gebildet und bildet so
zusammen mit der Verbindungsschicht ein Auskoppelelement. Das
Auskoppelelement dient der Auskopplung von in dem
optoelektronischen Halbleiterbauelement erzeugter
elektromagnetischer Strahlung. Bevorzugt weist der Trédger an
seiner dem Halbleiterbauelement abgewandten Seite eine
Strukturierung zur Auskopplung der Strahlung auf. Eine
derartige Strukturierung kann beispielsweise mittels
Sandstrahlen oder einem Atzprozess unter Verwendung von

Flusssaure hergestellt werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung wird der Trager abgeldst und die
Verbindungsschicht bildet das Auskoppelelement. Die
Anforderungen an die Strahlungsdurchléassigkeit des Tragers
sind folglich vorteilhaft reduziert, da der Trager vor der
Fertigstellung des Halbleiterbauelements abgeldst wird. Der
Trdger kann folglich auch mit einem strahlungsundurchlassigen
Material gebildet sein. Die Verbindungsschicht ist bevorzugt
mit einem strahlungsdurchlassigen Material gebildet, das eine
Strukturierung zur Auskopplung von elektromagnetischer

Strahlung aufweist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung einer Anordnung weist der Trager auf seiner der
Verbindungsschicht zugewandten Seite eine Strukturierung auf,
die sich in die Verbindungsschicht einprégt. Der Trager
hinterlasst in der Verbindungsschicht eine Negativform seiner
Strukturierung. Somit kann beispielsweise eine
Verbindungsschicht durch die Strukturierung des Tragers

selbst strukturiert werden. Bei einer anschlieRenden Abldsung
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des Tragers von der Verbindungsschicht ist so eine
verbleibende Strukturierung zur Auskopplung von Strahlung auf
der Verbindungsschicht gewdhrleistet. Die Verbindungsschicht
kann vorteilhaft als strukturiertes Auskoppelelement

verwendet werden.

Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform der Anordnung ist auf
der der Isolierschicht abgewandten Seite der
Anschlussstrukturen eine Schutzschicht angeordnet. Die
Schutzschicht kann die darunterliegenden Schichten vor
auBeren Umwelteinfliissen schiitzen. Der Schutz der
Anschlussstrukturen vor Feuchtigkeit vermindert vorteilhaft
das Risiko einer Metall-Tonen-Migration und somit das Risiko
eines Kurzschlusses. Insbesondere bedeckt die Schutzschicht
die Anschlussstrukturen nicht vollstandig. Die Schutzschicht
welst bevorzugt einen Lotstoppeffekt auf. Beispielsweise
dient die Schutzschicht zur lateralen Begrenzung der
Anschlusskdrper an den Stellen der Anschlussstruktur, die von

der Schutzschicht unbedeckt sind.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist
zwischen dem Auskoppelelement und der Isolierschicht eine
Reflexionsschicht angeordnet. Die Reflexionsschicht ist
bevorzugt mit einem Metall gebildet. Mittels der
Reflexionsschicht kann das Erscheinungsbild der Anordnung in
einem Aus-Zustand, in dem die Halbleiterbauelemente nicht in
Betrieb sind, eingestellt werden. Beispielsweise kann die
Anordnung als spiegelnde Oberfldche wahrgenommen werden, wenn
die Reflexionsschicht mit Ag gebildet ist. Die
Reflexionsschicht kann auch mit einem Metalloxid gebildet
sein, um beispielsweise eine semitransparente

Spiegeloberflache bereitzustellen.
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Gemal zumindest einer Ausfilhrungsform der Anordnung ist auf
der Strahlungsaustrittsseite eine Auskoppelschicht
angeordnet. Die Auskoppelschicht ist bevorzugt mit einem
strahlungsdurchlédssigen Material ausgebildet, das eine
Strukturierung zur Auskopplung von Strahlung aufweist.
Beispielsweise ist die Auskoppelschicht mittels Spray
Coating, Imprinting oder Laminieren auf die
Strahlungsaustrittsseite und/oder die Isolierschicht

aufgebracht.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung weist das
Auskoppelelement eine Vielzahl von Streuzentren auf, die
mittels Glasinnengravur in das Auskoppelelement eingebracht
sind. Die Streuzentren konnen vorteilhaft die Auskopplung von
elektromagnetischer Strahlung homogenisieren. Bevorzugt
vermindert eine gezielte Anordnung von Streuzentren das

Ubersprechen benachbarter Anordnungen.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform der Anordnung ist
zwischen der Isolierschicht und dem Auskoppelelement eine
Abldseschicht angeordnet. Die Abldseschicht ist
beispielsweise mit einem Polymer gebildet. Unter der
Einwirkung von elektromagnetscher Strahlung und/oder der
Wirkung einer erhdhten Temperatur ermdglicht die
Abldseschicht ein vereinfachtes Abldsen des Auskoppelelements

von der Isolierschicht.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst ein
Anschlusskdrper einen Kern und eine Hlille. Der Kern ist mit
einem Material gebildet, das einen hoheren Schmelzpunkt
aufweist als das Material der Hille. Beispielsweise ist ein
mit Cu oder Ni gebildeter Kern von einer Hille aus einem

Lotmaterial umgeben. Die Hille umschlieRt den Kern bevorzugt
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vollstandig. Dadurch kann vorteilhaft ein Anschlusskdrper
gebildet werden, der nach dem Aufschmelzen der Hiille einen
definierten Durchmesser aufweist. Der Abstand zwischen einem
Halbleiterbauelement und einem Montagetradger entspricht so
mindestens dem Durchmesser des Kerns. Ein derart
ausgestalteter Anschlusskorper weist ferner eine erhdhte

Stabilitat gegeniiber einer Rissbildung auf.

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung bezieht sich auch
auf eine Mehrzahl wvon Anordnungen, beispielsweise einem
Modul, das eine Mehrzahl von Anordnungen umfasst. Die
Mehrzahl von Anordnungen in einem Modul kann mit Anordnungen
gebildet sein, die dieselben Merkmale aufweisen, kann aber
auch mit Anordnungen gebildet sein, die unterschiedliche
Merkmale aufweisen, wie hier beschrieben. Als Merkmale sind
samtliche im Rahmen der vorliegenden Anmeldung beschriebenen

Merkmale von Anordnungen zu verstehen.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen der Anordnung ergeben sich aus den folgenden,
im Zusammenhang mit den in den Figuren dargestellten,

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figuren 1A und 1B eine schematische Draufsicht (Figur 1A),
sowie eine Schnittansicht (Figur 1B) einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen gemall einem

ersten Ausfihrungsbeispiel,

Figuren 2A bis 2F schematische Schnittansichten einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen und

einen vergroBerten Ausschnitt einer Anordnung
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(Figuren 2B und 2D), gemaB einem zweiten
Ausflihrungsbeispiel, in verschiedenen Stadien eines

Verfahrens zu ihrer Herstellung,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl wvon
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem dritten

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl wvon
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem vierten

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl wvon
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem finften

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdRl einem sechsten

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdRl einem siebten

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdRl einem achten

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl wvon
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem neunten

Ausflihrungsbeispiel,
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von

hier beschriebenen Anordnungen gemdR einem zehnten

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl

von

hier beschriebenen Anordnungen gemdR einem elften

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl

von

hier beschriebenen Anordnungen gemdB einem zwdlften

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 13.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 14.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 15.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 16.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 17.

Ausflihrungsbeispiel,

von

von

von

von

von
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eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl wvon
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 18.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl wvon
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 19.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 20.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 21.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 22.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 23.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Draufsicht einer hier
beschriebenen Anordnung gemal einem 24.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 25.

Ausflihrungsbeispiel,
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Figur 26 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 26.

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 27 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 27.

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 28 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 28.

Ausflihrungsbeispiel,

Figuren 29A und 29B eine schematische Draufsicht (Figur 2824),
sowie eine Schnittansicht (Figur 28B) einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen gemal

einem 29. Ausfiihrungsbeispiel,

Figuren 30A und 30B schematische Schnittansichten einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen, gemal
einem 30. Ausfiihrungsbeispiel, in verschiedenen

Stadien eines Verfahrens zu ihrer Herstellung,

Figur 31 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 31.

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 32 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 32.

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 33 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 33.

Ausflihrungsbeispiel,
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Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen, gemal

einem 34. Ausfiihrungsbeispiel, in verschiedenen

Stadien eines Verfahrens zu ihrer Herstellung,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 35.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemadl einem 36.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 37.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemadl einem 38.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemal einem 39.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemadl einem 40.

Ausflihrungsbeispiel,

eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 41.

Ausflihrungsbeispiel,

von

von

von
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Figur 42 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 42.

Ausflihrungsbeispiel,

Figur 43 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemdl einem 43.

Ausfihrungsbeispiel, und

Figur 44 eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl von
hier beschriebenen Anordnungen gemadl einem 44.

Ausfihrungsbeispiel.

Gleiche, gleichartige oder gleichwirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
maBstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fiir eine bessere

Verstandlichkeit tbertrieben grol dargestellt sein.

Figur 1A zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem ersten
Ausflihrungsbeispiel. Jede Anordnung 1 erstreckt sich bis zu
einer mit T gekennzeichneten Trennlinie. Die Trennlinie T
begrenzt eine Anordnung 1 in ihrer lateralen Ausdehnung. Eine
Vereinzelung einer Mehrzahl von Anordnungen 1 erfolgt
beispielsweise entlang der Trennlinie T. Eine Anordnung 1
umfasst jeweils eine Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen 10 mit Anschlussstrukturen 40. Die
Anschlussstrukturen 40 eines Halbleiterbauelements 10 sind
Jeweils elektrisch leitend mit Anschlusskdrpern 50 verbunden.

Mittels der Anschlusskorper 50 kann beispielsweise eine
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einfache Montage der Anordnung 1 auf einer Leiterplatte
erfolgen. Jede der Anordnungen 1 umfasst einen
Anschlusskdrper 50 der keine elektrische Verbindung zu einer
der Anschlussstrukturen 40 aufweist. Mit anderen Worten, Jjede
der Anordnungen 1 umfasst zumindest einen Anschlusskdrper 50
der elektrisch nicht kontaktiert ist. Dieser nicht elektrisch
kontaktierte Anschlusskorper 50 kann zur mechanischen
Stabilisierung bei der Montage der Anordnung 1 auf einer

Leiterplatte dienen.

Die optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 sind jeweils
lateral voneinander beabstandet, in einer gemeinsamen Ebene
angeordnet und zur Emission von elektromagnetischer Strahlung
eingerichtet. Jedes optoelektronische Halbleiterbauelement 10
ist zur Emission von elektromagnetischer Strahlung mit einer
unterschiedlichen Wellenldnge eingerichtet. Reispielsweise
sind die optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 jeweils
zur Emission von Licht in einem roten, griinen oder blauen
Spektralbereich eingerichtet. Jede Anordnung 1 repréasentiert
beispielsweise ein Pixel einer optischen Anzeigevorrichtung,
beziehungsweise eines Displays. Insbesondere dient jede der
Anordnungen 1 als ein Pixel einer Videowand (Video Wall).
Insbesondere handelt es sich bei den Halbleiterbauelementen
10 um Flip-Chips, die Halbleiterschichtenfolgen 1000
aufweisen, die auf einem mit Saphir gebildeten Substrat 1001

aufgewachsen sind.

Figur 1B zeigt eine Schnittansicht einer Mehrzahl von hier
beschriebenen Anordnungen 1 gemdl dem ersten
Ausfihrungsbeispiel. Die Schnittansicht entspricht einem
Schnitt entlang einer Schnittlinie Z der in der Figur 1A
gezeigten schematischen Draufsicht von hier beschriebenen

Anordnungen 1. Jede Anordnung 1 umfasst ein
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optoelektronisches Halbleiterbauelement 10, das einen
Halbleiterkdrper 100 sowie mehrere Kontaktstrukturen 101
aufweist. Der Halbleiterkdrper 100 umfasst eine zur
Auskopplung von elektromagnetischer Strahlung vorgesehene
Strahlungsaustrittsseite 100A und eine der
Strahlungsaustrittsseite 100A gegeniliberliegende Riickseite
100B. Das Halbleiterbauelement 10 ist in seiner lateralen
Ausdehnung von einer Seitenflache 10A begrenzt. Die
Kontaktstrukturen 101 befinden sich auf der Rickseite 100B
des Halbleiterbauelements 10. Die Kontaktstrukturen 101 sind
Jjeweils elektrisch leitend mit den Anschlussstrukturen 40

verbunden.

Das Halbleiterbauelement 10 ist mit der
Strahlungsaustrittsseite 100A auf einem Trager 600
aufgebracht. Auf dem Tradger 600 ist eine elektrisch
isolierende Isolierschicht 30 aufgebracht, die sich zwischen
den Seitenflachen 10A der Halbleiterbauelemente 10 erstreckt.
Die Isolierschicht 30 ist absorbierend fiir die in dem
Halbleiterbauelement 10 erzeugte elektromagnetische Strahlung
ausgefiihrt. Folglich erweckt die Isolierschicht 30 bei einem
Betrachter einen dunklen oder schwarzen Eindruck. Stdrende
Reflexionen von Umgebungslicht k&nnen so vorteilhaft

vermindert werden.

Die Anschlussstrukturen 40 sind auf der Isolierschicht 30
angeordnet und mit den Anschlusskorpern 50 elektrisch leitend
verbunden. Folglich wird jedes Halbleiterbauelement 10
mittels der Anschlussstrukturen 40 mit einem Betriebsstrom
versorgt. Die Anschlussstrukturen 40 sind mittels eines
Planar-Interconnect-Verfahrens hergestellt und auf die
Isolierschicht 30 aufgebracht. Das Planar Interconnect

Verfahren ist dhnlich einem Redistribution-Layer-Verfahren
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(RDL) . Die Anschlussstrukturen 40 sind mit Cu gebildet. Die
Breite der Anschlussstrukturen 40 betradgt zwischen 30 pm und

60 um.

Die Figuren 2A bis 2F zeigen schematische Schnittansichten
einer Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 und einen
vergroRerten Ausschnitt einer Anordnung 1 gemdR einem zweiten
Ausflihrungsbeispiel. Die hier gezeigten Schnittansichten sind
in verschiedene Stadien eines Verfahrens zur Herstellung der

Anordnungen 1 aufgenommen.

Figur 2A zeigt das Bereitstellen eines Tragers 600. Der
Trager 600 ist mit einem strahlungsdurchlédssigen Material

gebildet. Die Dicke des Tragers 600 betrédgt 250 um.

Figur 2B zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von Anordnungen 1 in einem weiteren Schritt eines
Verfahrens zu ihrer Herstellung, sowie einen vergroBerten
Ausschnitt einer Anordnung 1. Die in dem vergroRerten
Ausschnitt gezeigten Elemente kdénnen in den weiteren Figuren
teilweise nicht dargestellt sein, um eine bessere

Ubersichtlichkeit zu gewdhrleisten.

In dem vergroberten Ausschnitt ist der Aufbau des
optoelektronischen Halbleiterbauelements 10 wiedergegeben.
Das optoelektronische Halbleiterbauelement 10 umfasst
Kontaktstrukturen 101 und einen Halbleiterkdrper 100. Der
Halbleiterkdrper 100 weist ein Substrat 1001 und eine
Halbleiterschichtenfolge 1000 auf. Die
Halbleiterschichtenfolge 1000 ist auf dem Substrat 1001
aufgewachsen. In der Halbleiterschichtenfolge 1000 ist ein
aktiver Bereich 2000 angeordnet, der zur Emission von

elektromagnetischer Strahlung eingerichtet ist. Der
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Halbleiterkdrper 100 weist eine Strahlungsaustrittsseite 100A
und eine der Strahlungsaustrittsseite 100A gegenliberliegende
Rickseite 100B auf. Die Kontaktstrukturen 101 sind auf der
Riickseite 100B des Halbleiterkdrpers 100 angeordnet. Auf der
der Riuckseite 100B gegenliberliegenden
Strahlungsaustrittsseite 100A ist folglich eine ungehinderte
Emission von elektromagnetischer Strahlung, die in dem
aktiven Bereich 2000 im Betrieb erzeugt wird, moéglich. Das
optoelektronische Halbleiterbauelement 10 weist Seitenflachen
10A auf, die das optoelektronische Halbleiterbauelement 10
lateral begrenzen. Die Seitenflachen 10A erstrecken sich wvon
den Kontaktstrukturen 101 bis zu dem Substrat 1001 der
Halbleiterschichtenfolge 1000. Die lateralen Abmessungen der
Halbleiterbauelemente 10 liegt typischerweise in einem
Bereich von 10 pm bis 200 pm, insbesondere in einem Bereich
von 80 um bis 150 pm und betragt beispielsweise

90 um x 130 pm. Die Dicke der Halbleiterbauelemente 10
betragt 80 pm.

Die Halbleiterbauelemente 10 sind mittels einer
Verbindungsschicht 601 mit ihrer der Strahlungsaustrittsseite
100A zugewandten Seite auf dem Trager 600 montiert. Die
Verbindungsschicht 601 ist mit einem Acrylat, einem Epoxid,
einem Silikon oder einem Hybridmaterial gebildet. Die
Verbindungsschicht 601 ist fiir die in dem aktiven Bereich
2000 erzeugte elektromagnetische Strahlung durchléassig
ausgefihrt. Insbesondere ist die Verbindungsschicht 601 fir
die erzeugte Strahlung durchlédssig, insbesondere transparent
ausgefiihrt. Die Verbindungsschicht 601 ist vollflachig auf
den Tréager 600 aufgebracht. Beispielsweise ist die
Verbindungsschicht 601 mittels Schleudern, Printing oder
Dispensing auf dem Trédger 600 aufgebracht. Alternativ kann

die Verbindungsschicht 601 lediglich gezielt an den Stellen
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auf den Trager 600 aufgebracht sein, an denen ein

Halbleiterbauelement 10 platziert wird.

Figur 2C zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemd&R dem
zwelten Ausfiihrungsbeispiel in einem weiteren Schritt eines
Verfahrens zu ihrer Herstellung. Auf dem Trager 600 ist eine
optisch isolierende Isolierschicht 30 aufgebracht, die sich
von den Seitenflachen 10A eines Halbleiterbauelements 10 bis
zur Seitenflache 10A eines benachbarten Halbleiterbauelements
10 erstreckt. Mit anderen Worten, die Isolierschicht 30
bedeckt den Trager 600, mit Ausnahme der lateralen
Erstreckung der Halbleiterbauelemente 10, vollstandig. Die
Seitenflachen 10A der Halbleiterbauelemente 10 sind ebenfalls
vollstandig von der Isolierschicht 30 bedeckt. Vorteilhaft
kann somit ein flr einen Betrachter schwarzer Eindruck von
der Anordnung 1 entstehen und es werden unerwinschte
Reflexionen an der Anordnung 1 vermindert. Die Isolierschicht
30 ist mit einem Epoxid oder einem Silikon gebildet.
Insbesondere ist das Material der Isolierschicht 30 mit

Partikeln eines absorbierenden Materials gefillt.

Figur 2D zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemd&R dem
zwelten Ausfiihrungsbeispiel in einem weiteren Schritt eines
Verfahrens zu ihrer Herstellung, sowie einen vergroBerten
Ausschnitt einer Anordnung 1. Auf die Isolierschicht 30
werden Anschlussstrukturen 40 aufgebracht. Aus dem
vergroRerten Ausschnitt der Anordnung 1 ist der exakte
Schichtaufbau der Anschlussstrukturen 40 zu entnehmen. Die in
dem vergrohlerten Ausschnitt gezeigten Elemente kdnnen in den
weliteren Figuren teilweise nicht dargestellt sein, um eine

bessere Ubersichtlichkeit zu gewahrleisten.
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Zundchst ist auf die Kontaktstrukturen 101 eine Haftschicht
400 aufgebracht, die beispielsweise mittel Palladium, Nickel,
Chrom oder Titan gebildet ist. Das Aufbringen der Haftschicht
erfolgt bevorzugt mittels Sputtern. Die Dicke der Haftschicht
betragt 5 nm bis 500 nm. Auf die Haftschicht 400 wird eine
weitere Aufwachsschicht 401 aufgebracht, welche
beispielsweise mit Kupfer gebildet ist. Das Aufbringen der
Aufwachsschicht 401 erfolgt bevorzugt mittels Sputtern. Die
Dicke der Aufwachsschicht 401 betragt 0,5 pm bis 2 pm. Auf
die Aufwachsschicht 401 ist eine Anschlussschicht 402,
beispielsweise mittels galvanischer Abscheidung, aufgebracht.
Eine derart aufgebrachte Anschlussstruktur 40 kann als
Planar-Interconnect bezeichnet werden. Aus dem vergrdBerten
Ausschnitt des optoelektronischen Halbleiterbauelements 10
ist ebenfalls die komplette Bedeckung der Seitenflachen 10A
des optoelektronischen Halbleiterbauelements 10 durch die
Isolierschicht 30 zu erkennen. Die Isolierschicht 30 kann
sich ebenfalls zwischen den Kontaktstrukturen 101 befinden.
Die Isolierschicht 30 kann zwischen den Kontaktstrukturen
einen verbesserten Schutz vor einem Kurzschluss
bereitstellen. Aus Grinden der Ubersichtlichkeit kann auf

eine Darstellung in den weiteren Figuren verzichtet sein.

Figur 2E zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemd&R dem
zwelten Ausfiihrungsbeispiel in einem weiteren Schritt eines
Verfahrens zu ihrer Herstellung. Auf die Anschlussstrukturen
40 ist eine Schutzschicht 32 aufgebracht. Die Schutzschicht
32 ist beispielsweise mit einem elektrisch isolierenden
Material gebildet. Beispielsweise ist die Schutzschicht 32
mit einem Epoxid, einem Silikon oder einem Acrylat gebildet.

Die Schutzschicht 32 besitzt einen Lotstoppeffekt und kann so
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eine unerwiinschte laterale Ausbreitung eines fliissigen Lotes
auf der Oberflache der Anschlussstrukturen 40 verhindern. An
den Ausnehmungen der Schutzschicht 32 sind Anschlusskdrper 50
angeordnet. Beispielsweise werden die Anschlusskdrper 50 in
Form von Lotkugeln aufgebracht und elektrisch leitend mit der
Anschlussstruktur 40 verbunden. Die Anschlusskorper 50 weisen

einen Durchmesser von 150 um bis 200 um auf.

Figur 2F zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemd&R dem
zwelten Ausfiihrungsbeispiel in einem weiteren Schritt eines
Verfahrens zu ihrer Herstellung. Die Oberflache des Tragers
600 i1st auf der den optoelektronischen Halbleiterbauelementen
10 abgewandten Seite strukturiert. Beispielsweise ist die
Strukturierung in Form einer Aufrauhung mittels Sandstrahlen
oder in einem Atzprozess mit Flusssidure erfolgt. Eine
derartig strukturierte Oberfldche erhdéht vorteilhaft die
Auskoppeleffizienz von aus den optoelektronischen
Halbleiterbauelementen 10 emittierter elektromagnetischer
Strahlung. Der Trédger 600 bildet ein Auskoppelelement 20 zur
Auskopplung von elektromagnetischer Strahlung aus den

Anordnungen 1.

Figur 3 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem dritten
Ausflihrungsbeispiel. Das dritte Ausfihrungsbeispiel
entspricht im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel.
Bei dem dritten Ausfihrungsbeispiel umfassen die

Anschlusskorper 50 jeweils einen Kern 500 und eine Hiulle 501.

Der Kern 500 ist beispielsweise mit Nickel oder Kupfer
gebildet. Die Hiulle 501 ist insbesondere mit einem

Lotmaterial gebildet. Der Kern 500 weist einen hoheren
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Schmelzpunkt auf, als das ihn umgebende Material der Hiille
501. Vorteilhaft kann so in einem Lotprozess ein definierter
Abstand des optoelektronischen Halbleiterbauelements 10 von
einer weiteren Montagefldche gewdhrleistet werden. Der
Mindestabstand entspricht dem Durchmesser des Kerns 500.
Weiter vorteilhaft neigt ein derart aufgebauter
Anschlusskdrper 50 weniger zu einer Rissbildung und erhdht
somit die Zuverladssigkeit des optoelektronischen

Halbleiterbauelements 10.

Figur 4 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem vierten
Ausflihrungsbeispiel. Das vierte Ausfihrungsbeispiel

entspricht im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel.

Die Anschlusskdrper 50 umfassen eine Kupferstruktur und ein
Lotmaterial, das auf der Kupferstruktur aufgebracht ist. die
Kupferstruktur ist auf den Anschlussstrukturen 40 aufgebracht
und weist eine zylindrische Form auf. Die Rotationsachse
dieses Zylinders verlauft senkrecht zur
Haupterstreckungsebene der Anordnung 1. Auf der den
Anschlussstrukturen 40 abgewandten Seite der Kupferstruktur
ist ein Lotmaterial angeordnet, das zur elektrischen
Kontaktierung der Anschlusskdrper 50 vorgesehen ist.
Vorteilhaft kann durch die Hohe der Kupferstruktur ein
Abstand des optoelektronischen Halbleiterbauelements 10 von

einer spateren Montagefldche eingestellt werden.

Figur 5 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdB einem finften
Ausfihrungsbeispiel. Ein Trager 600 weist eine Mehrzahl von
Ausnehmungen 21 auf, in die jeweils sowohl ein

Halbleiterbauelement 10 als auch ein Teil einer
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Isolierschicht 30 eingebracht ist. Mit anderen Worten, die
Halbleiterbauelemente 10 sind jeweils in den Trager 600
eingelassen. Beispielsweise kann der Trager 600 mit einem
Glassubstrat gebildet sein, in das eine Mehrzahl von

Kavitdten eingeatzt ist.

Auf der Isolierschicht 30 ist eine Anschlussstruktur 40
angeordnet, die elektrisch leitend mit Anschlusskdrpern 50
verbunden ist. Die Anschlusskorper 50 sind als flache,
kissenfdrmige Bereiche aus einem Lotmaterial ausgebildet. Die
Anschlusskdrper 50 sind in ihrer lateralen Ausdehnung von
einer Schutzschicht 32 begrenzt. Durch das Einlassen der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 in den Trager 600
ergibt sich auf der den Halbleiterbauelementen 10 zugewandten
Seite des Trédgers 600 vorteilhaft eine plane Oberflédche. Eine
plane Oberflache erleichtert vorteilhaft die weitere
Kontaktierung mittels der Anschlusskorper 50. Ein
Abstandshalter ist aufgrund der bereits planen Oberflache

vorteilhaft nicht mehr erforderlich.

Figur 6 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem sechsten
Ausflihrungsbeispiel. Das sechste Ausfihrungsbeispiel
entspricht im Wesentlichen dem flinften Ausfiihrungsbeispiel.
Bei dem hier gezeigten sechsten Ausfiihrungsbeispiel weist die
Isolierschicht 30 eine Dicke auf, die der Dicke des
optoelektronischen Halbleiterbauelements 10 entspricht und
der Tréager 600 umfasst keinerlei Ausnehmungen 21. Die Dicke
der Isolierschicht D gleicht somit die HOhe der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 vollstandig aus.
Dadurch ist die weitere Anordnung von Anschlussstrukturen 40

und Anschlusskdrpern 50 vorteilhaft erleichtert. Die
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Anschlusskorper 50 sind als flachige, kissenformige

Lotflachen ausgebildet.

Figur 7 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem siebten
Ausfihrungsbeispiel. Das siebte Ausfiihrungsbeispiel
entspricht im Wesentlichen dem sechsten Ausfihrungsbeispiel.
Die Isolierschicht 30 ist mittels eines Laminierverfahrens
auf dem Trager 600 aufgebracht. Die Isolierschicht 30 weist
dabei vorab Ausnehmungen auf, deren Position und Grobe,
innerhalb einer gewissen Toleranz, der Position und GroBe der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 entspricht. Ein
aufgrund der Toleranz verbleibender Leerraum zwischen den
aufgebrachten optoelektronischen Halbleiterbauelementen 10
und der Isolierschicht 30 ist mittels eines Formkdrpers 33
aufgefillt. Der Formkdrper 33 ist mit einem elektrisch
isolierenden Material gebildet, das eine optische Absorption
aufweist. Die Seitenfldchen 10A der Halbleiterbauelemente 10
sind von dem Formkdrper 33 vollstandig bedeckt. Damit ist
eine seitliche Emission von elektromagnetischer Strahlung aus
den Seitenflachen 10A durch die Formkorper 33 vorteilhaft

vermindert oder unterbunden.

Figur 8 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem achten
Ausfihrungsbeispiel. Das achte Ausfilhrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem sechsten Ausfihrungsbeispiel. Bei dem
hier gezeigten achten Ausfiithrungsbeispiel ist die Dicke D der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 derart
verringert, dass die Dicke der Isolierschicht 30 in ihrer
ausreicht, um die Dicke der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente 10 vollstadndig auszugleichen. Mit

anderen Worten, die Dicke D der Isolierschicht 30 entspricht
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der Dicke der Halbleiterbauelemente 10. Die Dicke der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 entspricht
zwischen 3 pm und 30 pm. Die Dicke der Isolierschicht D
gleicht somit die Hbohe der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente 10 vollstadndig aus. Dadurch ist die
weitere Anordnung von Anschlussstrukturen 40 und
Anschlusskdrpern 50 vorteilhaft erleichtert. Die
Anschlusskdrper 50 sind als fl&chige, kissenfdrmige

Lotflachen ausgebildet.

Figur 9 zeigt eine schematische Schnittansicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem neunten
Ausflihrungsbeispiel. Beili dem neunten Ausfilhrungsbeispiel ist
die Kontaktierung von optoelektronischen
Halbleiterbauelemente 10 jeweils mittels Anschlussstrukturen
40 in Form eines Bonddrahtes ausgefiihrt. Insbesondere ist die
Anschlussstruktur 50 als eine ball, stich on ball-Reverse
Bond Verbindung ausgefiihrt, da somit besonders niedrige Loop-
Hohen des Bonddrahtes moglich sind. Eine niedrige Loop-Ho&he
verringert vorteilhaft die Mindestdicke der Anordnung 1. Auf
einen Trager 600 ist bereichsweise eine Isolierschicht 30
aufgebracht. Auf der Isolierschicht 30 sind Anschlussk&rper
50 angeordnet. Die Anschlusskorper 50 umfassen eine
Kupferstruktur und ein darauf aufgebrachtes Lotmaterial. Die
Kupferstruktur weist eine zylindrische Form auf, dessen
Rotationsachse senkrecht zur Haupterstreckungsebene der
Anordnung 1 ausgerichtet ist. Auf der Kupferstruktur ist eine
Under Bump Metallization (UBM) in Form einer ENEPIG
(electroless Ni, electroless Pd, immersion Gold) Beschichtung
angeordnet. Die Kupferstrukturen sind mittels der
Anschlussstrukturen 40, in Form von Bonddrahten, elektrisch

leitend mit den Kontaktstrukturen 101 verbunden.
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Zur mechanischen Stabilisierung der Anschlussstrukturen 40
ist die den Halbleiterbauelementen 10 zugewandte Seite des
Trdgers 600 mit einem Formkdrper 33 vergossen. Der Formkdrper
33 ist elektrisch isolierend und optisch absorbierend
ausgefliihrt. Beispielsweise ist der Formkdrper 33 mit einem
Epoxid oder einem Silikon gebildet, in das Partikel eines
Fiillmaterials eingebracht sind. Der Tradger 600 weist auf der
den Halbleiterbauelementen 10 abgewandten Seite eine
Strukturierung und einen randseitig umlaufenden Graben 22
auf. Der Graben 22 vermindert einen Wellenleitereffekt in dem
Trager 600 und vermindert ein optisches Ubersprechen von
benachbarten Anordnungen 1. Die Strukturierung des Tragers
600 bewirkt eine verbesserte Auskopplung von

elektromagnetischer Strahlung aus der Anordnung 1.

Figur 10 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem
zehnten Ausfiihrungsbeispiel. Das zehnte Ausfihrungsbeispiel
entspricht im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel.
In dem hier gezeigten zehnten Ausfihrungsbeispiel ist auf dem
Trdger 600 eine Auskoppelschicht 602 aufgebracht. Die
Auskoppelschicht 602 kann beispielsweise eine Folie oder
einen weiteren strahlungsdurchlassigen Tradger umfassen, der
eine Strukturierung zur Auskopplung von elektromagnetischer
Strahlung aufweist. Zusammen mit dem Trager 600 bildet die

Auskoppelschicht 602 ein Auskoppelelement 20 aus.

Figur 11 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem
elften Ausfihrungsbeispiel. Das hier dargestellte elfte
Ausflihrungsbeispiel einer Mehrzahl von Anordnungen 1 umfasst
eine Mehrzahl von Halbleiterbauelementen 10, die eine

Strahlungsaustrittsseite 100A und eine der
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Strahlungsaustrittsseite 100A gegenilberliegende Rilckseite 100
B aufweisen und die lateral von Seitenfldchen 10A begrenzt
sind. Die Seitenflédchen 10A sind vollstédndig von einer
Isolierschicht 30 bedeckt, die optisch absorbierend
ausgefiihrt ist. Die Isolierschicht 30 ist lateral zwischen
den Halbleiterbauelementen 10 angeordnet. Auf der
Isolierschicht sind Anschlussstrukturen 40, eine

Schutzschicht 32 und Anschlusskdrper 50 aufgebracht.

Auf der den Halbleiterbauelementen 10 abgewandten Seite der
Isolierschicht 30 ist eine Verbindungsschicht 601 angeordnet.
Beispielsweise ist ein Trager 600 nach der Montage der
Halbleiterbauelemente 10 und der Isolierschicht 30 auf dem
Trager 600 wieder von Verbindungsschicht 601 abgelost.
Vorteilhaft entfallt so ein in dem Trager 600 auftretender
Wellenleitereffekt. Dadurch kann das optische Ubersprechen
benachbarter Anordnungen 1 vermindert werden. Die
verbleibende Verbindungsschicht 601 kann anschlieBend
strukturiert werden, um eine Auskopplung von
elektromagnetischer Strahlung weiter zu verbessern. Die
Verbindungsschicht 601 wird als Auskoppelelement 20

eingesetzt.

Figur 12 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem
zwdlften Ausfihrungsbeispiel. Das zwolfte Ausfihrungsbeispiel
entspricht im Wesentlichen dem elften Ausfiithrungsbeispiel.
Bei dem hier gezeigten zwodlften Ausfihrungsbeispiel einer
Anordnung 1 ist auf der der Auskoppelschicht 602
entgegengesetzten Seite der Isolierschicht 30 eine zweite
Isolierschicht 31 aufgebracht. Die zweite Isolierschicht ist
in dem Bereich zwischen den Anschlussk&rpern 50 und der

Schutzschicht 32 eingebracht. Die zweite Isolierschicht kann
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beispielsweise mit einem Epoxid oder einem Acrylat gebildet
sein. Die zweite Isolierschicht 31 tragt weiter zur

mechanischen Stabilisierung der Anordnung 1 bei.

Figur 13 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 13.
Ausfihrungsbeispiel. Das 13. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Die hier
gezeigte Ausfihrungsform von Anordnungen 1 umfasst einen
strukturierten Trédger 600, mit einer Struktur zur Auskopplung
von in den optoelektronischen Halbleiterbauelementen 10
emittierter elektromagnetischer Strahlung. Ferner ist in den
Trdger 600 randseitig umlaufend ein Graben 22 eingebracht.
Der Graben 22 kann beispielsweise mittels Sdgen, Ritzen oder
Glasmolden in den Trager 600 eingebracht werden. Der Graben
22 vermindert einen Wellenleitereffekt in dem Trager 600 und
tragt so zu einer Verminderung des optischen Ubersprechens

benachbarter Anordnungen 1 bei.

Figur 14 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 14.
Ausflihrungsbeispiel. Das 14. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Das hier
gezeigte 14. Ausfiihrungsbeispiel umfasst einen Trager 600 in
den eine Mehrzahl von Streuzentren 603 eingebracht ist. Die
Streuzentren 603 konnen in Lage und GroRe variieren und
beispielsweise an den Randseiten der Anordnungen 1 angeordnet
sein. Beispielsweise kann so ein gewlinschtes
Abstrahlverhalten erreicht oder das optische Ubersprechen von
benachbarten Anordnungen 1 vermindert werden. Alternativ
kénnte auch eine Anordnung von Streuzentren 603 direkt iiber
dem Bereich der optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10

erfolgen, um beispielsweise eine bessere Farbdurchmischung
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und eine homogenere Abstrahlung der verschiedenen
Halbleiterbauelemente 10 zu gewdhrleisten. Beispielsweise
kdnnen Streuzentren 603 mittels einer Laserinnengravur

erzeugt sein.

Figur 15 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 15.
Ausfihrungsbeispiel. Das 15. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Das hier
dargestellte 15. Ausfihrungsbeispiel umfasst Graben 22, die
in dem Trager 600 randseitig umlaufend um jeweils eine
Anordnung 1 ausgefithrt sind. Die Graben 22 sind mit einem
optisch absorbierenden Material gefillt, um das Ubersprechen
benachbarter Anordnungen 1 weiter zu vermindern. Das
absorbierende Material kann beispielsweise ein mit
absorbierenden Partikeln gefiilltes Silikon oder Epoxid

umfassen.

Figur 16 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 16.
Ausfihrungsbeispiel. Das 16. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Das gezeigte
16. Ausfihrungsbeispiel umfasst Kavitaten 71 an den
Seitenflachen 10A der Halbleiterbauelemente 10. Die Kavitédten
71 sind beispielsweise durch das Einbringen eines thermisch
instabilen Materials und einem anschlieBRenden
Temperaturzyklus gebildet. Die Kavitaten 71 sind
beispielsweise mit Luft gefiillte Hohlriume und weisen einen
niedrigeren Brechungsindex auf, als das sie umgebende
Material. Die Kavitaten 71 kdnnen so mittels Totalreflexion
eine Auskopplung von elektromagnetischer Strahlung aus den
Seitenflachen 10A der optoelektronischen

Halbleiterbauelemente 10 vermindern oder unterbinden.
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Strahlung, die aus den Seitenfldchen 10A ausgekoppelt wird,
wird zumindest teilweise wieder in die Halbleiterbauelemente
10 zurtick reflektiert. Dadurch kann die Effizienz der

Halbleiterbauelemente 10 vorteilhaft erhdht werden.

Figur 17 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 17.
Ausfihrungsbeispiel. Das 17. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfihrungsbeispiel. In dem hier
gezeigten 17. Ausfihrungsbeispiel sind die Seitenflachen 10A
der Halbleiterbauelemente 10 und die Grenzflache zwischen dem
Trager 600 und der Isolierschicht 30 von einer reflektiven
Beschichtung 70 bedeckt. Die reflektive Beschichtung 70 kann
beispielsweise eine diinne Metallschicht oder eine mit einem
elektrisch isolierenden Material gebildete Schicht sein.
Beispielsweise umfasst die reflektive Beschichtung eine mit
Titandioxid gefiillte Silikonschicht. Die reflektive
Beschichtung 70 dient einer Reflexion von aus den
optoelektronischen Halbleiterbauelementen 10 seitlich
austretendem Licht zuriick in das optoelektronische
Halbleiterbauelement 10. Ferner kann flr einen Betrachter
durch die Beschichtung der Isolierschicht 30 mit der
reflektiven Schicht 70 ein heller oder spiegelnder Eindruck

fiir eine Anordnung 1 entstehen.

Figur 18 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 18.
Ausfihrungsbeispiel. Das 18. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Bei dem hier
gezeigten Ausfilhrungsbeispiel ist an den Seitenfldchen 10A
der optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 eine
reflektive Beschichtung 70 in Form eines mit einem

Titandioxid geflillten Silikons angebracht. Die reflektive
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Beschichtung 70 bedeckt die Seitenflidchen 10A der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 vollsté&ndig und
erstreckt sich bis an den Trager 600 und die Isolierschicht

30.

Figur 19 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 19.
Ausflihrungsbeispiel. Das 19. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfihrungsbeispiel. Das in Figur
19 dargestellte 19. Ausfiihrungsbeispiel zeigt eine einfache
Moglichkeit zur Vereinzelung von verschiedenen Anordnungen 1
aus einem durchgehenden Trager 600. Die Anordnungen 1 sind
Jjeweils an der mit einem T markierten Trennstelle durch einen
Trenngraben voneinander getrennt. Zwischen den Anordnungen 1
und dem Trager 600 ist eine Verbindungsschicht 601
angebracht, die thermisch oder optisch aufgeldst werden kann.
Beim Abldsen der Anordnungen 1 von dem Trager 600 durch ein
Aufldsen der Verbindungsschicht 601 erfolgt ein automatisches

Vereinzeln der Anordnungen 1.

Figur 20 zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 20.
Ausfihrungsbeispiel. Das 20. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem ersten Ausfilhrungsbeispiel. In der
Draufsicht des in der Figur 20 gezeigten 20.
Ausflihrungsbeispiels ist die Verdrahtung der Anordnungen 1
erkennbar. Jede Anordnung 1 umfasst eine Mehrzahl von
optoelektronischen Halbleiterbauelementen 10 und eine
Mehrzahl von Anschlussstrukturen 40. Die Anschlussstrukturen
40 gewahrleisten Jjeweils einen elektrischen Anschluss der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 an die
Anschlusskdrper 50. Jeweils eine Kathode und eine Anode eines

Halbleiterbauelements 10 ist mit einem der Anschlusskdrper 50
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verbunden. Vier Anordnungen 1 bilden ein Modul aus, das
gemeinsam beispielsweise auf einer Leiterplatte montiert
werden kann. Die Kantenlange einer Anordnung 1 betragt
bevorzugt 0,9375 mm. Diese Verdrahtung ermdglicht eine
einfache Vertauschung von Anoden und Kathoden durch eine

laterale Drehung der Anordnung 1 um 180°.

Figur 21 zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 21.
Ausfihrungsbeispiel. Das 21. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem 20. Ausfiihrungsbeispiel. GemdR dem 21.
Ausfihrungsbeispiel ist die Verdrahtung der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 derart gestaltet,
dass die Kathoden aller optoelektronischer
Halbleiterbauelemente 10 durchgeschliffen werden. Mehrere
Halbleiterbauelemente 10 teilen sich einen Anschlusskdrper 50
fiir den Anschluss ihrer Kathoden. Die Anzahl der
Anschlusskdrper 50 ist dadurch vorteilhaft reduziert. Dadurch
kann sich ein groBerer Abstand der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente 10 auf dem Trager 600 ergeben. Ferner
kann bei einer spateren Montage eine Ebene der Verdrahtung

entfallen.

Figur 22 zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 22.
Ausflihrungsbeispiel. Die Anordnungen 1 sind in einer Ebene
lateral nebeneinander angeordnet und mittels erster und
zweliter Anschlussleitungen 51, 52 elektrisch kontaktiert. In
vertikaler Richtung verlaufen erste Anschlussleitungen 51
wahrend in horizontaler Richtung zweite Anschlussleitungen 52
verlaufen. Die Anschlussleitungen gewdhren einen elektrischen
Anschluss aller optoelektronischer Halbleiterbauelemente 10

von allen Anordnungen 1. Jedes Halbleiterbauelement 10 kann
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einzeln angesteuert werden. Belispielsweise kann somit eine
pixelgenaue Ansteuerung von Anordnungen 1 in einer optischen

Anzeigeeinheit erreicht werden.

Figur 23 zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdRl einem 23.
Ausfihrungsbeispiel. Das 23. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem 22. Ausfihrungsbeispiel. Das hier
gezeigte 23. Ausfihrungsbeispiel zeigt eine Mehrzahl wvon
Anordnungen 1, die eine Verdrahtung nach dem Vorbild des 21.
Ausfihrungsbeispiels aufweisen. Durch das Durchschleifen der
Kathoden entfdllt vorteilhaft eine zweite Anschlussleitung 52
und es kann mittels einer einzigen Lage von
Anschlussleitungen 51 eine komplette Kontaktierung aller
optoelektronischer Halbleiterbauelemente 10 vorgenommen
werden. Jedes Halbleiterbauelement 10 kann einzeln
angesteuert werden. Beispielsweise kann somit eine
pixelgenaue Ansteuerung von Anordnungen 1 in einer optischen

Anzeigeeinheit erreicht werden.

Figur 24 zeigt eine schematische Draufsicht einer hier
beschriebenen Anordnung 1 gemalB einem 24.
Ausflihrungsbeispiel. Das 24. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem 20. Ausfihrungsbeispiel. Die Anordnung 1
umfasst drei Halbleiterbauelemente 10, die Jjeweils mittels
Kontaktstrukturen 40 und Anschlussstrukturen 50 elektrisch
leitend verbunden sind. Die Anordnung kann auf einem
Montagetrager aufgebracht werden und beispielsweise als ein

Pixel einer Videowand eingesetzt werden.

Figur 25 zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 25.

Ausfihrungsbeispiel. Das 25. Ausfithrungsbeispiel entspricht
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im Wesentlichen dem 24. Ausfiihrungsbeispiel. Das 25.
Ausflihrungsbeispiel zeigt ein Modul, das aus insgesamt 24
Anordnungen 1 gebildet ist. Vorteilhaft kann durch ein
solches Modul die Montage einer optischen Anzeigeeinheit

vorteilhaft erleichtert sein.

Figur 26 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 26.
Ausfihrungsbeispiel. Das 26. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Zwischen dem
Trdger 600 und der Isolierschicht 30 ist eine optische
Reflexionsschicht 34 angeordnet. Die optische
Reflexionsschicht 34 bedeckt die Grenzflache zwischen dem
Trager 600 und der Isolierschicht 30, mit Ausnahme eines
Bereiches um die optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10,
vollstandig. Beispielsweise ist die Reflexionsschicht 34 mit
einem Metall oder einem Titandioxid gebildet. Bei einem
Betrachter der Anordnung 1 kann somit ein spiegelnder oder

heller Eindruck erweckt werden.

Figur 27 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 27.
Ausfihrungsbeispiel. Das 27. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Die
Isolierschicht 30 ist hierbei mit einem farbigen, reflektiven
Material ausgebildet. Beispielsweise kann somit ein rotes
Erscheinungsbild der Anordnung 1 in ihrem Aus-Zustand
erreicht werden. Besonders vorteilhaft kann solch eine
Anordnung 1 beispielsweise in einem Ricklicht eines

Kraftfahrzeugs verwendet werden.

Figur 28 zeigt eine schematische Schnittansicht einer

Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 28.
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Ausfihrungsbeispiel. Das 28. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Auf den
Tradger 600 ist auf der den optoelektronischen
Halbleiterbauelementen 10 abgewandten Seite eine
Reflexionsschicht 34 aufgebracht. Eine derartig angebrachte
reflektive Schicht ist vergleichbar mit einem
semitransparenten Spiegel und erweckt so beim Betrachter den
FEindruck einer spiegelnden Oberfl&che im Aus-Zustand der

Anordnungen 1.

Figur 29A zeigt eine schematische Draufsicht einer Mehrzahl
von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 29.
Ausfihrungsbeispiel. Das 29. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem achten Ausfiihrungsbeispiel. Zwischen vier
Anordnungen 1 ist ein integrierter Schaltkreis 8 angeordnet.
Die Anordnungen 1 werden zusammen von dem integrierten
Schaltkreis 8 angesteuert. Der integrierte Schaltkreis 8 ist
mittels Anschlusskorpern 50 elektrisch angeschlossen. Der
integrierte Schaltkreis 8 ist mit jedem der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 verbunden und
kann eine einzelne, pixelgenaue Ansteuerung der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 gewdhrleisten.
Insbesondere ist der integrierte Schaltkreis 8 ein Aktiv-

Matrix-IC.

Figur 29B zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemd&R dem 29.
Ausflihrungsbeispiel. In der schematischen Schnittansicht ist
erkennbar, dass der integrierte Schaltkreis 8 in der gleichen
Ebene wie die optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10
angeordnet ist. Die Positionierung der Anschlusskorper 50
kann beispielsweise neben oder auch direkt oberhalb der

optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 erfolgen.
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Figur 30A zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 30.
Ausfihrungsbeispiel in einem ersten Stadium eines Verfahrens
zu l1hrer Herstellung. Eine Mehrzahl von Anordnungen 1 mit
Halbleiterbauelementen 10 ist auf einem Tradger 600 angeordnet
und mittels Anschlussstrukturen 40 elektrisch kontaktiert.
Direkt Uber den Halbleiterbauelementen 10 sind
Anschlusskorper 50 angeordnet, die mit den
Anschlussstrukturen 40 verbunden sind. Die
Anschlussstrukturen 40 umfassen mehrere Schichten, die
Jewelils von einer Lage einer Schutzschicht 32 voneinander

getrennt sind.

Figur 30B zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&fR dem 30.
Ausflihrungsbeispiel in einem weiteren Schritt eines
Verfahrens zu ihrer Herstellung. Auf den Anschlusskdrpern 50
ist ein integrierter Schaltkreis 8 aufgebracht. Der
integrierte Schaltkreis dient zur Ansteuerung aller
Halbleiterbauelemente 10. Ein Fullkorper 80 beabstandet den
integrierten Schaltkreis 8 wvon den Anschlusskdrpern 50 und
den optoelektronischen Halbleiterbauelementen 10. Der
Flillkorper ist mit einem Silikon, einem Epoxid oder einem

Acrylat gebildet.

Figur 31 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 31.
Ausfihrungsbeispiel. Das 31. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem elften Ausfilhrungsbeispiel. Die hier
gezeigten Anordnungen 1 umfassen eine Isolierschicht 30 und
eine zweite Isolierschicht 31 sowie eine Verbindungsschicht

601 und eine Auskoppelschicht 602. Die zweite Isolierschicht
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ist auf der der Auskoppelschicht 602 gegeniiberliegenden Seite
der Isolierschicht 30 angebracht. Die zweite Isolierschicht
31 ist zwischen der Isolierschicht 30 und den
Anschlussstrukturen 40 eingebracht und dient so der
Planarisierung und der mechanischen Stabilisierung der
Anordnung 1. Die zweite Isolierschicht ist mit einem Silikon,
einem Epoxid oder einem Acrylat gebildet. Die Anschlussk&rper
50 sind flache, kissenfdrmige Bereiche, die mit einem

Lotmaterial gebildet sind.

Figur 32 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 32.
Ausfihrungsbeispiel. Das 32. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem 31. Ausfiihrungsbeispiel. Das 32.
Ausfihrungsbeispiel weist Anschlusskdrper 50 in der Form von
Lotkugeln auf. Zur Planarisierung der Anschlusskorper 50 ist
ein Formkdrper 33 an der der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente 10 abgewandten Seite der Schutzschicht
32 angebracht. Der Formkorper 33 dient der weiteren
mechanischen Stabilisierung und der Planarisierung der
Anordnungen 1. Der Formkdrper 33 ist beispielsweise mit einem

Acrylat, einem Epoxid oder einem Silikon gebildet.

Figur 33 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 33.
Ausfihrungsbeispiel. Das 33. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zwolften Ausfihrungsbeispiel. Die hier
gezeigten Anordnungen 1 sind auf einer gemeinsamen
Leiterplatte 9 angeordnet. Die Leiterplatte 9 umfasst mehrere
Anschlussfldchen 90 und dient als elektrisch leitender Trager

fiir die Anordnungen 1.
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Figur 34A zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 34.
Ausfihrungsbeispiel. Das 34. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Die hier
gezeigten Anordnungen 1 umfassen neben dem Trager 600 und
einer Verbindungsschicht 601 eine Abloseschicht 604. Die
Abldseschicht 604 ist zwischen der Verbindungsschicht 601 und
dem Trédger 600 angeordnet. Die Abldseschicht 604 ist eine,
beispielsweise mittels thermisch oder optisch induzierter
Strahlung, abldsbare oder aufldsbare Schicht. Reispielsweise
kann so in einem spateren Abloseschritt der Trager 600

einfach von der Anordnung 1 abgetrennt werden.

Der hier gezeigte Trager 600 weist an seiner der
Verbindungsschicht 601 zugewandten Seite eine Strukturierung
auf. Die Strukturierung des Tragers 600 pragt sich als
Negativform in die Verbindungsschicht 601 ein. Nach dem
Abldsen des Tragers 600 verbleibt die Negativform der
Strukturierung in der Verbindungsschicht 601, wodurch die
Verbindungsschicht 601 bereits eine Strukturierung zur

Auskopplung von Strahlung aufweist.

Figur 34B zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R dem 34.
Ausfihrungsbeispiel. Durch die Montage von mehreren
Anordnungen 1 mit ihrer von den optoelektronischen
Halbleiterbauelementen 10 abgewandten Seite der Trager 600
auf einem Zwischentriager 610 ist eine gute Handhabung und ein
einfacher Transport einer Mehrzahl von Anordnungen 1 mdglich.
Nach der Montage der Anordnungen 1 auf einer Leiterplatte 9
kann, beispielsweise mittels mechanischem Zug an dem
Zwischentrager 610, der Trager 600 jeweils von den

Anordnungen 1 abgeldst werden. Beispielsweise ist der
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Zwischentrager 610 mit einer reilfesten Polymerfolie

gebildet.

Figur 35 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 35.
Ausfihrungsbeispiel. Das 35. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem elften Ausfliihrungsbeispiel. Bei dem hier
gezeigten Ausfiihrungsbeispiel von Anordnungen 1 sind die
Anschlusskorper 50 als Kupfersaulenstrukturen ausgefihrt. Auf
eine Schutzschicht 32 kann vorteilhaft verzichtet werden. Die
Kupfersaulenstrukturen weisen insbesondere eine hohe
Warmeleitfahigkeit und eine hohe mechanische Stabilitat auf.
Ferner ist ein exakter Abstand der optoelektronischen
Halbleiterbauelemente 10 von einer spateren Montageflache
einstellbar. Zur weiteren Stabilisierung der Anordnungen 1
ist auf der Isolierschicht 30 eine zweite Isolierschicht 31
aufgebracht, die elektrisch isolierend ausgefithrt ist und den

Zwischenraum zwischen den Anschlusskdrpern 50 ausflillt.

Figur 36 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 36.
Ausfihrungsbeispiel. Das 36. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem elften Ausfilhrungsbeispiel. Die
Anschlusskdrper 50 sind als Durchkontaktierungen durch eine
zwelte Isolierschicht 31 ausgefithrt. Die Durchkontaktierungen
sind beispielswiese mit Cu gebildet. Auf eine Schutzschicht
32 kann vorteilhaft verzichtet werden. Die zweite
Isolierschicht kann zur Planarisierung der Anordnungen 1

genutzt werden.

Figur 37 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 37.

Ausfihrungsbeispiel. Das 37. Ausfithrungsbeispiel entspricht
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im Wesentlichen dem 36. Ausfihrungsbeispiel. Die hier
dargestellten Anschlusskdrper 50 sind als
Durchkontaktierungen mittels leitfahigem Fillmaterial 502
ausgefihrt. Die Durchkontaktierungen erstrecken sich durch
die zweite Isolierschicht 31 bis zu den Anschlussstrukturen
40. Beispielwiese ist das leitfahige Fillmaterial 502 mit
einer elektrisch leitfahigen Paste, insbesondere einer Silber

enthaltenden Paste gebildet.

Figur 38 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 38.
Ausfihrungsbeispiel. Das 38. Ausfithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Das hier
dargestellte 38. Ausfihrungsbeispiel umfasst einen Trager
600, der Aussparungen 22 auf der der Isolierschicht 30
zugewandten Seite aufweist. Die Aussparungen 22 sind mit dem
Material der Isolierschicht 30 beftillt und verlaufen
randseitig umlaufend um jede der Anordnungen 1. Die
Aussparungen 22 vermindern oder vermeiden ein optisches

Ubersprechen von benachbarten Anordnungen 1.

Figur 39 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 39.
Ausfihrungsbeispiel. Das 39. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel. Das
Auskoppelelement 20 der Anordnungen 1 umfasst mehrere
strahlungsdurchlassige Bereiche 210 und mehrere absorbierende
Bereiche 220. Die strahlungsdurchlédssigen Bereiche 210 sind
Jeweils auf die laterale Positionierung der
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 ausgerichtet.
Somit ist eine ungehinderte Emission der von den
optoelektronischen Halbleiterbauelementen 10 emittierten

Strahlung moéglich. Gleichzeitig befindet sich zwischen zwei
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Anordnungen 1 jeweils ein absorbierender Bereich 220. Der
absorbierende Bereich 220 unterbindet oder vermindert ein
optisches Ubersprechen von benachbarten Anordnungen 1 und
erhoht somit vorteilhaft den Kontrast. Beispielsweise ist ein

derartiges Auskoppelelement 20 mit einem Kunststoff gebildet.

Figur 40 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 40.
Ausfihrungsbeispiel. Das 40. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen 39. Ausfihrungsbeispiel. In den
strahlungsdurchlassigen Bereichen 210 des Auskoppelelements
20 sind zusatzlich zweite strahlungsdurchlédssige Bereiche 211
eingebracht. Die zweiten strahlungsdurchlé&ssigen Bereiche 211
unterscheiden sich von den ersten strahlungsdurchlédssigen
Bereichen 210 in ihrem Brechungsindex. Die Form der zweiten
strahlungsdurchlassigen Bereiche 211 ist beispielsweise die
einer konvexen Linse. Der zwelite strahlungsdurchlassige
Bereich 211 kann somit zu einer Strahlformung, insbesondere
zu elner Verringerung der Divergenz, der elektromagnetischen
Strahlung, die von den optoelektronischen

Halbleiterbauelementen 10 ausgesendet wird, beitragen.

Figur 41 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gem&R einem 41.
Ausfihrungsbeispiel. Das 41. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem flinften Ausfiihrungsbeispiel. Die
optoelektronischen Halbleiterbauelemente 10 sind in den
Trdger 600 eingelassen und weisen vorteilhaft eine planare
Seite auf der dem Trager 600 abgewandten Seite auf. Eine
Montage der Anordnung 1 auf einem nachfolgenden Montagetrager
ist somit vorteilhaft erleichtert. Die Isolierschicht 30
erstreckt sich lediglich in lateraler Richtung auf dem Trager

600, jedoch nicht an den Seitenflachen 10A der
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Halbleiterbauelemente 10. Die Isolierschicht 30 ist mittels

Moldens auf den Trager 600 aufgebracht.

Figur 42 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 42.
Ausfihrungsbeispiel. Das 42. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem elften Ausfilhrungsbeispiel. Bei den in
dem 42. Ausfiihrungsbeispiel gezeigten Anordnungen 1 ist auf
der Schutzschicht 32 eine weitere Ebene der Anschlussstruktur
40 angeordnet, die eine freie Positionierung der
Anschlusskorper 50 in lateraler Richtung ermoglicht. Die
zwelte Ebene der Anschlussstruktur 40 ist ebenfalls mittels
eines Planar Interconnect Verfahrens aufgebracht und durch
ein Isolationsmaterial 35 von der ersten Ebene beabstandet.
Das Isolationsmaterial ist elektrisch isolierend ausgefihrt

und beispielsweise mit einem Polymer gebildet.

Figur 43 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 43.
Ausfihrungsbeispiel. Das 43. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
im Wesentlichen dem 33. Ausfiihrungsbeispiel. Das 43.
Ausfihrungsbeispiel zeigt die Montage einer Anordnung 1 auf
einer Leiterplatte 9 mit mehreren Anschlussflachen 90, wobei
der Trédger 600 noch nicht abgeldst ist. Zwischen dem Trager
600 und der Isolierschicht sind eine Verbindungsschicht 601
und eine Abldseschicht 604 angeordnet, die ein einfaches
Abldsen des Tragers 600 ermoglicht. Der Trager 600 weist eine
Strukturierung auf, die sich in die Verbindungsschicht 601

einpragt.

Figur 44 zeigt eine schematische Schnittansicht einer
Mehrzahl von hier beschriebenen Anordnungen 1 gemdR einem 44.

Ausfihrungsbeispiel. Das 44. Ausfiithrungsbeispiel entspricht
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im Wesentlichen dem 43. Ausfihrungsbeispiel. Beil dem hier
dargestellten 44. Ausfiihrungsbeispiel ist eine Abldseschicht
604 zwischen dem Trédger 600 und der Isolierschicht 30
angeordnet. Auf eine Verbindungsschicht 601 kann vorteilhaft
verzichtet werden. Die Ablodseschicht 604 dient dazu, den
Tradger 600 mittels eines thermisch oder optisch induzierten
Abldseverfahrens von der Anordnung 1 zu entfernen. Mogliche
Kombinationen von Materialien fir die Ablodseschicht und einen
passenden Abldseprozess sind im Folgenden aufgelistet: SiNx +
Laserabldsung, Polyimid + Laserabldsung, Thermische
Ablosefolie + Thermische Ablosung, Antihaftschicht +
Mechanische Abldsung (GHT) .

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausflihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr umfasst die
Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausflihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritadt der deutschen
Patentanmeldung 102019114315.2, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Patentanspriiche

1. Anordnung (1) mit einer Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen (10), einem Auskoppelelement (20),
einer elektrisch isolierenden Isolierschicht (30) und einer
elektrischen Anschlussstruktur (40), bei der

- die Halbleiterbauelemente (10) in einer gemeinsamen Ebene
angeordnet und jeweils lateral von Seitenflachen (10A)
begrenzt sind,

- die Halbleiterbauelemente (10) jeweils

-— einen Halbleiterkdrper (100), mit einem zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung eingerichtet aktiven Bereich
(2000),

-— eine Strahlungsaustrittsseite (100A) zur Auskopplung der
elektromagnetischen Strahlung,

-— eine der Strahlungsaustrittsseite (100A) gegeniliberliegende
Rickseite (100B), und

-— eine auf der Riickseite (100B) angeordnete Kontaktstruktur
(101) aufweisen,

- die Isolierschicht (30) zwischen Seitenflachen (10A)
benachbarter Halbleiterbauelemente (10) angeordnet und
absorbierend oder reflektierend fir die in dem aktiven
Bereich (2000) erzeugte Strahlung ausgefiihrt ist,

- das Auskoppelelement (20) an der Strahlungsaustrittsseite
(100A) der Halbleiterbauelemente (10) angeordnet ist,

- die elektrische Anschlussstruktur (40) auf der der
Rickseite (100B) zugewandten Seite der Halbleiterbauelemente
(10) angeordnet und mit der Kontaktstruktur (101) elektrisch
leitend verbunden ist, und

- die Anschlussstruktur (40) eine Haftschicht (400), eine
Aufwachsschicht (401) und eine Anschlussschicht (402)

umfasst.
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2. Anordnung (1) gemaR dem vorhergehenden Anspruch, bei der
der Halbleiterkdrper (100) eine Halbleiterschichtenfolge
(1000) und ein strahlungsdurchlédssiges Substrat (1001)
aufweist, wobei der aktive Bereich (2000) innerhalb der
Halbleiterschichtenfolge (1000) angeordnet ist, und das
Substrat (1001) an der den Kontaktstrukturen (101)
gegeniiberliegenden Seite der Halbleiterschichtenfolge (1000)

angeordnet ist.

3. Anordnung (1) gemadR einem der vorhergehenden Anspriliche,
bei der das Auskoppelelement (20) mit einem Glassubstrat,
einem Polymer oder einer strahlungsdurchlédssigen Keramik

gebildet ist.

4, Anordnung (1) gemadR einem der vorhergehenden Anspriliche,
bei der das Auskoppelelement (20) auf seiner den
Halbleiterkdrpern (100) abgewandten Seite eine Strukturierung
zur Auskopplung der in den aktiven Bereichen (2000) erzeugten

elektromagnetischen Strahlung aufweist.

5. Anordnung (1) gemaR einem der Anspriche 1 oder 3, bei
der das Auskoppelelement (20) in seiner lateralen Erstreckung
aus einer Abfolge von strahlungsdurchlassigen Bereichen (210)
und absorbierenden Bereichen (220) gebildet ist, wobeil
Jjeweils ein strahlungsdurchlassiger Bereich (210) einem

optoelektronischen Halbleiterbauelement (10) zugeordnet ist.

6. Anordnung (1) gemaR dem vorhergehenden Anspruch, bei der
in dem strahlungsdurchlassigen Bereich (210) ein zweiter
strahlungsdurchlédssiger Bereich (211) mit einem von dem
strahlungsdurchlédssigen Bereich (210) abweichenden

Brechungsindex eingebracht ist.
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7. Anordnung (1) gemadR einem der vorhergehenden Anspriliche,
bei der die Isolierschicht (30) das Auskoppelelement (20)
zwischen den Seitenflachen (10A) der Halbleiterbauelemente

(10) vollstandig bedeckt.

8. Anordnung (1) gemadR einem der vorhergehenden Anspriliche,
bei der die Isolierschicht (30) die Seitenfldchen (10A) der
Halbleiterbauelemente (10) vollstandig bedeckt.

9. Anordnung (1) gemadR einem der vorhergehenden Anspriliche,
bei der die Seitenflachen (10A) der Halbleiterbauelemente
(10) mit einer reflektierenden Beschichtung (70) versehen
sind, oder zwischen der Isolierschicht (30) und den
Seitenflachen (10A) Jjeweils eine Kavitat(71) mit

reflektierenden Grenzfldchen gebildet ist.
10. Anordnung (1) gemd&B einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Dicke der Isolierschicht (30) der Dicke der

Halbleiterbauelemente (10) entspricht.

11. Anordnung (1) gemd&B einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei der die Halbleiterbauelemente (10) zumindest teilweise in

Ausnehmungen (21) des Auskoppelelements (20) angeordnet sind.

12. Anordnung (1) gemd&B einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die Haftschicht (400) an der der Kontaktstruktur
(101) zugewandten Seite angeordnet, und mit einem der

folgenden Materialien gebildet ist: Ti, Cr, Ni, Pd.

13. Anordnung (1) gem&B einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei der die elektrische Anschlussstruktur (40) als elektrisch

leitende Schicht auf der Isolierschicht (30) aufgebracht ist.
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14. Anordnung (1) gem&B einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der die elektrische Anschlussstruktur (40) elektrisch
leitend mit einem Anschlusskorper (50) verbunden ist, der
vorzugswelise ein Ball Grid Array oder ein Land Grid Array

ausbildet.

15. Anordnung (1) gem&B einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei der auf der dem Auskoppelelement (20) abgewandten Seite
der Anordnung (1) eine zweite Isolierschicht (31) angeordnet
ist, die zur mechanischen Stabilisierung der Anordnung (1)

dient.

16. Anordnung (1) gemd&B einem der vorhergehenden Anspriiche,
bei dem das Auskoppelelement (20) einen randseitig

umlaufenden Graben (22) aufweist.

17. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (1) gemal
einem der vorhergehenden Ansprliche mit den folgenden
Schritten:

A) Bereitstellen eines Tragers (600) und einer
strahlungsdurchlédssigen Verbindungsschicht (601) auf einer
ersten Seite des Tragers (600),

B) Bereitstellen einer Mehrzahl von optoelektronischen
Halbleiterbauelementen (10), wobei

- die Halbleiterbauelemente (10) jeweils lateral von einer
Seitenflache (10A) begrenzt sind, und jeweils

-— einen Halbleiterkdrper (100), mit einem zur Emission von
elektromagnetischer Strahlung eingerichtet aktiven Bereich
(2000),

-— eine Strahlungsaustrittsseite (100A) zur Auskopplung der
elektromagnetischen Strahlung,

-— eine der Strahlungsaustrittsseite (100A) gegeniliberliegende

Rickseite (100B), und
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-— eine auf der Riickseite (100B) angeordnete Kontaktstruktur
(101) aufweisen, und

- Aufbringen der Halbleiterbauelemente (10) mit jeweils der
Strahlungsaustrittseite (100A) auf die Verbindungsschicht
(601),

C) Anordnen einer elektrisch isolierenden Isolierschicht (30)
auf der ersten Seite des Tréagers (600),

D) Freilegen der Kontaktstrukturen (101), und

E) Anordnen einer Anschlussstruktur (40) auf der der
Rickseite (100B) zugewandten Seite der Halbleiterbauelemente
(10), wobei die Anschlussstruktur (40) eine Haftschicht
(400), eine Aufwachsschicht (401) und eine Anschlussschicht

(402) umfasst.

18. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (1) gemal dem
vorhergehenden Anspruch, wobei der Trager (600) mit einem
strahlungsdurchlédssigen Material gebildet ist und zusammen
mit der Verbindungsschicht (601) ein Auskoppelelement (20)
bildet.

19. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (1) gemal
Anspruch 17, wobei der Trager (600) abgeldst wird und die
Verbindungsschicht (601) ein Auskoppelelement (20) bildet.

20. Verfahren zur Herstellung einer Anordnung (1) gemaB dem
vorhergehenden Anspruch, wobei der Trager (600) auf seiner
der Verbindungsschicht (601) zugewandten Seite eine
Strukturierung aufweist, die sich in die Verbindungsschicht

(601) einpragt.
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